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Ga2O3は 4.5 eV の広いバンドギャップを有し、高耐圧・低損失なパワーデバイス材料として注

目を集めている。すでに GaCl-O2系ハライド気相成長(HVPE)法を用いて高精度にキャリア密度制

御(n = 1015 — 1018 cm-3)された高速ホモエピタキシャル成長により縦型デバイス作製用のエピ付き

基板が量産されている[1]。しかし、GaCl-O2 系では Ga2O3 成長時の自由エネルギー変化が大きい

ため、気相中で形成される Ga2O3粉体が成長層表面に落下し成長を阻害する問題がある。我々の

研究グループでは、Ga源に GaCl3を用いれば自由エネルギー変化が小さな成長となることを熱力

学解析により報告している[2]。今回、GaCl-O2系に過剰 Cl2を加え GaCl の一部を GaCl3化し、粉

体形成の抑制を試みたので報告する。 

実験は大気圧ホットウォール縦型石英反応炉を用いて実施した。800℃に保った原料部（1段目）

で金属 Gaと Cl2(1)（供給分圧 PºCl2 = 3.6 × 10-4 atm）を反応させ GaClを得て、原料部（2段目）で

過剰 Cl2(2)を加え GaClを GaCl3化した。この際、Cl2(1)に対する Cl2(2)の比 R = PºCl2(2)/PºCl2(1)を

パラメーターとした。成長部（1000℃）で別途供給した O2（供給分圧 PºO2 = 2.0 × 10-1 atm）と Ga

源を反応させ、Ga2O3を成長させた。基板には c面サファイアおよび β-Ga2O3(001)を用いた。また、

熱反応流体シミュレーター(HEpiGaNS)を用い成長挙動の予測を行い、実験結果と比較した。 

図 1 に実験およびシミュレーションで得られた Ga2O3成長速度の R 値依存性を示す。基板によ

らずほぼ同じ成長速度が得られ、R 値の増加によ

りGaClが一部GaCl3化するため成長速度は線形に

減少した。この結果は、シミュレーション結果と

同様の挙動であるが、成長速度がほぼ 0 となる R

の値（R = 1.7）はシミュレーション結果（R = 2.2）

よりも小さく、原料部（1段目）の反応が平衡未達

であることが示唆される。R ≥ 1.0の時 R = 0.0で見

られたエピ層表面の粉体は抑制されており過剰

Cl2供給効果が確認された。 
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